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[Co/Ni]n/Ptや[Co/Ni]n/Irの積層膜でカイラリティの定まった(カイラル)Néel磁壁が形成されるこ

とが観測されており、その起源はジャロシンスキー・守谷相互作用(DMI)であることが報告されて

いる[1]。また、強磁性細線内のカイラル Néel磁壁がスピンホール効果で注入されるスピンによっ

て移動することが報告されており[2,3]、DMI を利用した新規デバイスへの応用が注目を集めてい

る。応用を目指す上では DMI の大きさを見積もることが重要である。我々は DMI の大きさを見

積もる方法として、隣り合うカイラル Néel磁壁同士が準安定構造を形成することに着目した。そ

こで、外部磁場を印加した時に磁壁同士が対消滅する磁場(Hanih)と DMIの大きさの関係を調べた。 

初めに、Hanihと DMI の関係についてシミュレーシ

ョンを行った。Figure 1に様々な細線幅での DMIの大

きさに対する Hanihのシミュレーション結果を示す。

シミュレーションでは MgO(1 nm)/Co(0.3 nm)/Ni(0.6 

nm)/Co(0.3 nm)/Pt(2 nm)の多層膜構造を想定し、この

物質の材料定数を用いた。Hanihは DMI の大きさに比

例して増加し、細線幅にほとんど依存しないことが分

かった。この結果は、Hanihを求めることで DMI の大

きさを見積もることが可能であることを示している。

そこで我々は、MgO/[Co/Ni]n/Pt[4], Ir/Co/Pt[5]などの多

層膜構造を用いて Hanih を求める測定を行っている

(Fig. 2)。本講演では DMIの大きさの見積りおよびそ

の定量性について議論する。 
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Fig. 1 DWs annihilation fields (Hanih) as a 

function of the magnitude of DMI (D) for 

various wire widths. 

Fig. 2 Schematic illustration of the DWs 

annihilation measurement. Hanih is defined as a 

field, where DWs annihilation probability 

exceeds 0.5. 
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